
I keilassa

65 nanometriin
o o ovain pieni askel

Ensimmiiisiii 6 5 nonomet-
rin protopiirejo on jo esite/-
ty, mutto pu olijohdealon
ommottiloisten mukaon
siirtymisesso 65 nonomet-
riin ei olekoon kyse volto-
vosto teknis estii ho rppouk-
sesto. Kyse on liihinnii 90
n o n om etri n hien osii ii d iistii.

Mikropiirien sopimusvalmistajat ovat 0, | 3 mikronista l i ihtien olleet puoli joh-
detekniikan kehityksen terevimmessi kd.riessd. Kuva taiwanilaisen iSMi:n la-
boratorioista.

metrin jiilkeen tilame naltti:i jo to-
della pahalta. Tiimii merkitsee sitii,
ett:i suunnitteludatan miiird kasvaa
huomattavasti .ia maskien valmis-
tukseen kuluva aika pitenee, Vular-
revich uskoi.

Entii 65 nanometrin jilkeen?

Kaikissa kehifyssuunnitelmisszr 65
nanonretrin jzilkeen on piirrcttv 45
nanonret,rin viivaleveys. Ajnakin
Mont.ercyn p:urelisl,ien ntuk:ulrr
sa:rttaa kiiydzi niin, ctfti semr:rlla 19il
n:rnomctrin litograli:r tulee ticnsa
pziiihzin, inrntersiovcrsiosla huoli,
mana.

'l'iiml rncrkilsee nryajs sit:i, ettd
kziyl,l,ti6n on ott'ttava vicli edcllccn
tiukirsti l,ul,kittavan:r oleva IlfIVli-
t,ograli:r (cxt,renxr ultra violet). S:r
malla piir1oviivan p:rantiunis('cn
tarkoitctut OP(l-lekniikat siifiwAt
s1'rj:idn, silli 45 niutonrctrissd kic-
konproscssoinmin j:ilkeisct opl.iset
kor.jauksct civ:il tulc toirninra:ur.

Xlinxin l,eknologiajoht4ja Daniel
(iitlin kuitcnkin muisl,utti. et.l.ii
vleensii alalla ci ole olhrt n..ikyvyltt:i
yht l  la i  : r inak,urrr  kal r la ; r rosessisu
kulxrlvea kautrtuuaksi. - Jos olla:ur
rchcllisili, ndvt[i.ii sc, ntil;i voisi l.ul
la 4i-r niuromctrin .jilkccn, hit'man
l)e l { ) t laval t :1.  Siksi  t ' r r r rne oikr . in v ie.
l:i 4ial,tclc siki, Gitlin n:lrrahtr.

Chartered ensimmiinen
foundry?
(lharl,erul Semiconductor sa:rt.taa
olhr  crrs imnrdjnerr  nr ikr"r4r i i r ien srr
pimusvirlmistaja,.joka ryhtyy t.arjoa-
nraan 65 nanometdn prosessi:r kau-
ptrllisesti. \htiri esittcli Montereyn
Illectronics Sumtnit tapahtumassa
jo 65 nanomelin sururnitteluma-
nuaalin ja SPICE-mzrllit.

Charleredirt nrarkkinointijohtaja
Kevin Meyer lupa-si. ctt.1 jo tiimiin
r t roden lopul l l r  r  : r l r  r r is t  e l  azur ensim-
mdiset pilottikiekr)l uu(lessa pro-
sessissa, jonka ( h:u1t'red on kehit-
lany ' l  yhdess:r  I I t I I : r r .  I r r lureorr in ja
Sarrsturgi r r  k i r r r r - ; r .  Krsc on ni in
sanotusta nrulti1rro;t'klikiekoista
(MPW. ntultilrrl)J('(.1 \\ 2f(\'), Meyer
pdjasti. \'iu'sirulis{,n l j; llarometrin
pilottituotannon ( iuulcred sanoo
a.loittat ilnstr r rrorltrr lr |( )ti alkupuo-
lella.

Prosessorin 5 2005 linkkipank-
kiosiosta loytyy l inkki esimer-
kiksi Elecronics Summitin
65nm-paneel ikesrustelun audio-
t iedostoon.

I
Chartered tarjoaa jo kirjastoja suunnitteluun

jo todellinen loikko tu nte-
m otto m o o n teh d ii ii n v osto
45 nonometrin kohdollo.

Veijo Oianpera
veijbo@prbsessori.f i

A*lfr:f}'.:;:ii:ilJ#
-l,ap:rhl,tuuan p:rneelikcskustehssa,
.jossa pohditl.iin 65 namnu'l,rin nur-
kara.rn l.uonria sururnitl,cltur j:r val-
misl ukscn ha:r.sl,cita.

Esinrerkksi Applierl Mal,erialsin
l.r:klobgiajolrtz{a Mark Pinl,o ker.
toi, cttii 6l-r nanoruel,rissii <ln enem-
nriinkin kysc 90 nluronretrin evoluu-
tiovcrsiosta. Silti hdn nuristutti. ettii
haasteil,a siirtymisetn sisllt.yy.

Pin lon rnrrkaln 0. l : l  mikronissi l
oli kvse slruresta askclcesta t:tcen-
piiin. 130 nancirnetrissii rnuka:u'r
kuvtuur tulivat OPC-korjaus, kupari-
johdol.us ja DF\4-ongelmat (design
for nranufacl,uring). 65 namornet.ds,
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Toshiba uskoo C|'|OIprosessiin

Toshiba kulkee
muiden puolijoh-
dealan ykk6sni-
mien tavoin kehi-
tyksen kirjessii,
mutta Yiel6 yhtios-
sd ei ole peaterty,
minkilaista raken-
netta sen tulevat
45 nanometrin si-
rut nouclattavat.
Yhti6n iiirjestel-

miipiirien kehitysti lohtava Masaka.
zu Kakumu uskoo, etgd CMOS-tek-
niikka voi skaalautua pienemm?iksi
aina 22 nanomeriin asti.

Kakumun mukaan Toshiba on
vienp piille jo yli kaksikymmentii 90
nanometrin suunnittelua. Mukana

on niin talon omia kuin ulkopuolisil-
le asiakkaille tehtyjl jdrjestelmiipiire-
jii. - 90 nanometristii meillii on yli
kymmenenmiljoonan valmistetun
oiirin kokemus.

65 nanometrissi transistorin hi-
lan leveys kapenee 40 nanometriin
ja SRAM-solun koko kutistuu alle
puolen nelicimikronin. Kakumun
mukaan Toshiban saanto on 65 na-
nometrisri io 97 prosenttia, joten
prosessi on valmis volyymituotan-
coon.

45 nanometrissd hilan leveys ka-
penee entisesrddn eli 28 nanomet-
riin. SRAM-solua suurempi DMM-
solu kutistuu 45 nanometrissa dle
0,07 neliomikronin. ioten myos
DMM-piirien tiheys kawaa.

sri suuriksi kysymyksiksi nousevif
teironkrilut.us .ja l,uotannolliskrnti-
n<rn. Vall,aosa sii-rtw pienen k-anrorr
crisl,enrateriaaliin 65 neurontel,rissri.
Matcriaalicn karuralta suurin kysy
tnvs on kuil,cnkin ilm:ur lnuul,a ve-
rg,.tcQn lriitckniikzrn massiivinen lii-
pily6nti.

Eristemateriaerlicn kanss:r rnen-
nddn l)ian d.irir4joilla sen suhl.ccn,
mitcn tritnsistorit voival sk&llautua
picnenuniksi. Siksi 45 nanometrissii
on p:rkko siirtyzi uusiin transistori-
rakenteisiin. Pinl,o uskoi.

(lir.dencren tcknokrgi:{ohl,aja Te<l
Vucurt-'vich oli santoilla li4ioilla.
- Ilrnan muuta 45 nanomel,ri:i on
lraljon ra<likaalintpi ruuul,os. Silloin
pi i r ikrrv io i I  a 1 r i I  t i : i  jo  1r i i r l  ar i  i r r r I r re l
siolitoerafialla.

Vukurevic:h mrfsl,utti kuil,cnkin.
cttii EDA talolle 65 namrmetrid on
sekin iso halst,e. - 6l-r nanomel,rissi
tuk 'e y l t l  srr r r rerrrp i  r i ipprrr , r r r rs p i i r -
tokuvion piirteistei (patterrr cha-
ractt:ristics). Silloin on hyvitr vaike-
:ra luonnt-'htia suunnittelukirjastoa,
Jotta saataisiin riittdv:i tila suunnit-
teluun (ilesign nrargin) ja silti szra-
taisiin kuvatuksi piirrjei .ja niiden
siihkciisiii orninaisuuksia.

Ei 157 nanometrin valotusta
65 nanomelnssii johdot uksia piirre-
tii,iin yhe 193 nanometrin litogra-
flalaitteistolla. Naytiilikin selvziltd,
ett2i 157 nanometrin optiikka j?iii
mikropiirien valmistuksessa toteu-
tumattomaksi vzilivaiheeksi.

Applied Materialsin Nlark Pinto
on samaa mieltA. - Na1'ftdii selvrilte,
ettzi immersiolitograna on keskei-
sessA asemassa ainakin seur.aavas-
sa kahdessa prosessisukupolvessa.
Lisdksi piirtoviivan resoluurrota
korjaavat OPC- ja RET-tekniikat
nousevat yha ftixkeiimpd.dn ase-
maan maskien va.lmistuksessa.

Cadencen Vucurevichin mukaan
OPC on tihiin asti riittiinf,'t hWin,
mutta tilarure on muuttutnassa.
- Kur tullaan 65 nanomelriin. uiir-
lokuviol eivZil enaA oikein niiyd siJ
ti, miui niiden pitiiisi olla. 65 nano-
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Mark Devon
A*lfr:f}'.:;: -l,ap:rhl,tuuan p:rneelikcskustehssa,


